Abstract 



Re: DE 100 41 328 A1 

The subject matters of document WO/02/17405 are based upon those of DE 100 41 328 A 1. The 
german abstract is essentially Included in the abstract of WO/02/17405. The last sentence of the 
german abstract, which is not included in the abstract of WO/02/1 7405, reads in translation " The 
flexible chip support serves as packaging for the semiconductor chip (1) and can be singulated into 
single components". 
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@ Verpackungseinheit fur Halbleiterchips 

@ Eine Verpackungseinheit fur Halbleiterchips (1) ist von 
einerTtagerfolie (6) Qebildet, auf der metal! ische Kontakt- 
schichten (3, 5) ausgebildet sind, mit denen der Halblei- 
terchip (1) kontaktlert ist. Die Tragerfolie (6) dient zur Ver- 
packung der Halbleiterchips (1) und kann in einzelne Bau- 
eiemente vereinzelt warden. 
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Beschreibiing 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Veipackungseinheit fur 
Halbleiterchips mit einer \^elzahi von auf amm flexiblen 
TVager aufgereihlen Halbleiterchips. 5 
[0002] Derartige Vetpackungseinhdten sind allgemein 
bdcannt HSufig werden Halbleiterwafer vor dem Vereinzein 
in einzelne Halbleiterchips mit einer Kunststofifolie laini- 
niert. Nach dem Durchtrennen des Wafers und dem Verein- 
zein der Halbleiterchips haften die Halbleiterchips an der 10 
Folic und konncn so gcmcinsam wcitcrcn Vcrarbcitangs- 
schritten, insbesondere Bestiickautomat zugefiihrt werden, 
wo sie auf Leiterplatten gesetzt werden. 
[0003] Ein Nachteil der bekannten Verpackungseinheiten 
ist, daB sie nach dem Entfemen der Halbleiterchips wegge- 15 
worfen werden miissen. Dadurch entsteht Abfall, der ent- 
scrgt werden muB. 

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der 
Erfindung die Aufgabe zugruhde, eine akologisch sinnvolle 
Lasung fQr das Veq>ackungsprobleni zu finden. 20 
[0005] Itiese Aufgabe wird erfindungsegmai3 dadurch ge- 
Ibst, daB an dem flexiblen Trager auch die zur Versorgung 
der Halbleiterchips erforderlichen Leiterbahnzuge ausgebil- 
det sind. 

[0006] Durch die Ausbildung der Lcitcrbahnziigc auf dem 25 
flexiblen Trager wird der flexible Trager selbst ein Element 
des Bauelements, das gleichzeitig zur Verpackung des Halb- 
leiterchips dient GemaB der Erfindung wird der Halbleiter- 
chip nicht vom flexiblen TVager in einer Bestiickungsma- 
schine abgelost, sondem der flexible Trager wird entspre- 30 
chend der Aufteilung des flexiblen Tragers in Bauelemente 
aufgetreant und die so gewonnenen Bauelemente auf die 
Leiterplatten.gesetzt 

[0007] Bei einer bevorzugten Ausflihrungsf onn ist der fle- 
xible TYSger eine Folie. Dadurch ergeben sich besonders 35 
flache Bauelemente. Denn diese Bauelemente werden neben 
der Folie nur noch vom Halbleiterchip gebildet 
[0008] Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist der 
Halbleiterchip cin Lcuchtdiodcnchip, der im Zcntrum cincr 
auf dem flexiblen Trager ausgebildeten Kavitat angeordnet 40 
ist. Dadurch ergeben sich Lichtquellen geringer Bauhohe, 
die sich insbesondere fur Leiterbahndur<5ibruche in Mobil- 
funkgeraten eignen. 

[0009] Weitere zweckmaBige Ausgestaltungen sind Ge- 
genstand der abhangigen Anspriiche. 45 
[0010] Nachfolgend wird die Erfindung im einzeln anhand 
der beigefiigten Zeichnung erlautert, Es zeigen: 
[0011] Fig* 1 eine Aufsicht auf eine Leuchtdiode gemSB 
der Erfindung; 

[0012] Fig. 2 eine Querschnittsansicht der leuchtdiode 50 
ausFig. 1; 

[0013] Rg, 3 eine Aufsicht auf ein weiteres Ausfuhrungs- 
bcispicl cincr Leuchtdiode gcmaB der Erfindimg; 
[0014] Fig. 4 eine Querschnittsansicht der lieuchtdiode 
ausFig. 3. 55 
[0015] Die in den Fig. 1 und 2 dargestellte Leuchtdiode 
weist einen Halbleiterchip 1 auf, der eine Photonen emittie- 
rende aktive Schicht 2 auf weist Mit seiner Unterseite ist der 
Halbleiterchip mit einer ersten Kontaktschicht 3 elektrisch 
leitend verbunden. Die Oberseite des Halbleiterchips 1 ist 60 
tiber einen Bonddraht 4 an eine zweite Koniaktschicht 5 an- 
geschlossen. Die erste Kontaktschicht3 und die zweite Kon- 
Laklschicht 5 sind aus MeLallfolien heigeslelll, die auf eine 
TrSgerfolie 6 auflaminiert sind. 

[0016] Der nalbleiterchip 1 befindet sich im Zentrum ei- 65 
nes ringfonnigen Reflektors 7 mit trichterfonnig ausgebil- 
deten Innenseite 8. Dadurch ist der Reflektor 7 in der Lage, 
die vom Halbleiterchip 1 emittierte Strahlung in Richtung 
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einer Abstrahlrichtung 9 zu lenken. Der Innenraum des Re- 
flektor 7 ist mit einer transparenten FuUmasse 10 gefuUt, in 
die optische KonversionsstoSe eingebettet sein konnen. 
[0017] In den Fig. 3 imd 4 ist ein abgewandeltes Ausfub- 
rungsbeispiel der in den Fig. 1 und 2 dargestellte Leuchtdi- 
ode daigestellt. Bei diesem Ausftihrungsbeispiel ist der 
Halbleiterchip 1 verkippt an der ersten Kontaktschicht 3 und 
der zweiten Kontaktschicht 5 befestigt. In diesem Fall 
nimmt die aktive Schicht 2 einen rechten Winkel zu der Tra- 
gerfolie 6 ein. Diese Anordnung weist den Vorteil auf, dafi 
kcinc Bonddrahtc notig sind, um den Halbleiterchip 1 an 
den Kontaktschichten zu befestigen. Ein Nachteil ist ailer- 
dings, dafi eine Seite der aktiven Schicht 2 von der Ttagerfo- 
lie 6 abgedeckt ist. Femer sind die Oberseite und die Unter- 
seite des Halbleiterchips 1 wenigstens teilweise mit Material 
bedeckt, daB zur Befestigung des Halbleiterchips 1 an der 
ersten Kontaktschicht 3 und der zwdten Kontaktschicht 5 
verwendet wird. Im Vergleich zu dem in den Fig. 1 und 2 
dargestellten Ausftihrungsbeispiel ist daher bei der Leucht- 
diode gemaB den Fig. 3 und 4 die Lichtausbeute geringer. 
[0018] Als Material fUr die Tragerfolie 6 kommen vor al- 
lem tejnperaturfeste und metallisierbare KunststoffFolien in 
Frage. Beispielsweise kann die Tragerfolie 6 eine aus Ep- 
oxidharz basierende Tragerfolie sein oder aus Polyimid oder 
cincm Polyester, zum Bcispicl aus Poly-Ethylcn-Naphthalat 
gefertigt sein. Als WerkstofF fiir den Reflektor 7 eignen sich 
insbesondere temperaturfeste und optisch reflektierende 
Materialien wie Poly-Phthalamid (PPA), Liquid Cristal 
Polymer (LCP) sowie Poly-Ether-Ether-Keton (PEEK). Da- 
neben kommen auch weitere lliennoplaste in Frage, sotem 
sie nur temperaturfest und optisch reflektierend sind. Derar- 
tige Thramoplaste konnen durch eingebettete Pigmente eine 
sehr hohe Reflektivitat aufweisen. 

[0019] Die Materialien sind so gewShlt, daB der Refiekior 
7 auf der TVagerfolie 6 haftet. Um die Festigkeit der Verbin- 
dung zwischen Reflektor 7 und Tragerfolie 6 zu verbessem, 
konnen in der Tragerfolie 6 Ausnehmungen 11 voigesehen 

sein, in die der Reflektor eingreift. 

[0020] Als Material fiir die Fiilimassc 10 kann cincs der 
iiblichen GieBharze verwendet werden. Als Material fur die 
Fullmasse 10 kommt beispielsweise Epoxidharz, Silikon 
oder acrylatahnliche Verbindungen in Frage. Als Konversi- 
onsstoffe eignen sich Tltandioxid, Baiiumoxid, Zirkonium- 
dioxid sowie Dialuminiumtrioxid. 

[0021] Zur Herstellung der Leuchtdioden wird zunSchst 
auf die Tragerfolie 6 eine Metallfolie auflaminiert und an- 
schliefiend mit einer Photolackschicht besdiichtet. Die Pho- 
tolackschicht wird belichtet und anschliefiend werden die 
Photolackschicht und die Metallfolie durch ein Ubliches 
Atzveifahren strukturiert. Daraufhin werden die Reste der 
Photolackschicht entfemt imd die Reflektoren7 auf die Tra- 
gerfolie 6 aufgespritzt. Anschliefiend erfolgt das Einsetzen 
der Halbleiterchips 1 in den Innenraum der Rcflcktorcn 7. 
Nach dem Bonden der Halbleiterchips 1 wird der Innenraum 
der Reflektoren 7 mit der Fiillmasse 7 gefiillt. Die Tragerfo- 
lie 6 wird anschliefiend gefaltet oder aufgerolit, so dafi eine 
handhabbare Verpackungseinheit fiir die Leuchtdioden ent- 
steht. 

[0022] Bei den in Fig. 1 bis 4 dargestellten Ausfuhrungs- 
beispielen ist die Tragerfolie 6 bandformig ausgebildet, wo- 
bei die Leuchtdioden auf der Tragerfolie 6 aufgereiht sind. 
Abweichend davon kann die Tragerfolie 6 auch so breit ge- 
wahll werden, dafi inehrere Bahnen von Leuchtdioden ne- 
beneinander Platz finden. 

[0023] Aufierdem ist cs mdglich, mehrere Exemplare der 
Halbleiterchips 1 innerhalb der Reflektoren 7 anzuordnen 
und so mehrfarbige Leuchtdioden zu erfialten. 
[0024] Femer ist es mogUch, auch die Ruckseite der Tra- 
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gerfolie 6 mit eirier Metallisierungsschicht zu versehen, um 
bei Hochfrequenzanwendungen Storwellen abzuschirmen. 
[0025] Die hler beschriebenen Leuchtdicxlen zeichneti 
sich durch einen geringen Platzbedarf aus, da keine federn- 
den metallischen Anschlufibeinchen voEgesehen werden 5 
mtissen. Denn die flexible TrSgerfoiie 6 kann ohae Schwie- 
rigkeiten an verschiedene raumliche Gegebenheiten ange- 
paBt werden. Da ferner die Tragerfolie 6 im allgemein dunn 
ausgebildet ist, weisen die Leuchldioden im allgemein eine 
geringe I lobe auf. Es ergeben sich daher besonders flache 10 
Bauclcmcntc. 

[0026] Ein weiterer Vorteil sind die ahnlichen Ausdeh- 
nungskoeffizienten der fiir die Tragerfolie 6 und den Reflek- 
tor 7 verwendeten MateriaUen. Dadurch wird die Zuverlas- 
sigkeit der Leuchtdioden bei Temperaturzyklen sehr hoch. 15 
[0027] SchlielJlich ist noch von Vorteil, daI3 die Tragerfo- 
lie 6 zum Veipacken und zum Transport der Leuchtdioden 
verwendet werden kann. Falls die Leuchtdioden fUr eine Ta- 
staturhinterleuchtunig eines Mobilfunkgerats verwendet 
werden soli, kann die IVagerfoUe an der Montagelinie fUr 20 
die Mobilfunkgerat zerteilt werden und die votgesehenen 
Gruppen von Leuchtdioden gemeinsam in das Mobilfiinkge- 
rat eingesetzt werden. ZweckmaBigerweise sind bei einer 
derartigen Anwendung bereits die zur Ansteuerung der 
Lcuchtdiodcnchips crfordcrlichcn Schaltkrcis auf der TVa- 25 
gerfolie 6 ausgebildet. 

[0028] Die Erfindung wurde hier anhand von Leuchtdi- 
oden erlautert. Es ist jedoch denkbar auch andere Halbleiter- 
chips auf die beschriebene Art und Weise zu verpacken und 
handhabbar zu machen. 30 



bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die' Kavitat (7) mit 
einer Fiillmasse (10) gefuUt ist. 

7. Verpackungsmaterial nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Fiillniasse (10) fur das von den 
Leuchtdiodenchips (1) ausgehende Licht transparent 
ist. 

8. Verpackungseinheit nach Anspruch 6 oder 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB optische Konversionsstoffe 

in der Fiillniasse (10) eingebettet sind. 



Hicrzu 1 Scitc(n) Zcichnungch 



1 Halbleiterchip 

2 akdve Schicht 

3 Kontaktschicht 

4 Bonddraht 

5 Kontaktschicht 

6 Tragerfolie 

7 Reflektor 

8 Innenseite 

9 Abstrahlrichtung 

10 FOllmasse 
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1 . Verpackungseinheit fiir Halbleiterchips (1) mit einer 
Vielzahl von auf einem flexibien Trager (6) aufgereih- 
ten Halbleiterchips (1), dadurch gekennzeidmet, dafi 

an dem flexibien Trager (6) auch die zur Versorgung 50 
der Halbleiterchips (1) erforderlichen Leiterbahnziige 
(3, 5) ausgebildet sind. 

2. Verpackungseinheit nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Halbleiterchips Leuchtdioden- 
chips (1) sind. 55 

3. Verpackungseinheit nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leuchtdiodenchips (1) in einer 
auf dem flexibien Trager (6) ausgebildeten Kavitat (7) 
angeordnet sind. 

4. Verpackungseinheitseinheit nach Anspruch 3, da- 60 
durch gekennzeichnet, daB die Kavitat als Reflektor (7) 
ausgebildet ist. 

5. Verpackungseinheit nach einein der Anspruche 2 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Lciterbandziige 
(3, 5) auf einer Vorderseite und eine ganzfl'achige Me- 65 
tallisierung auf einer Riickseite dcs flexibien Tragcrs 
(6) ausgebildet sind. 

6. Verpackungseinheit nach einem der Anspruche 3 
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